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Patentovy vynalez integrovaného
obvodu

Jack St. Clair Kilby BEhem prace ve spolecnosti Texas Instruments (TI) v
roce 1958 vynalez| integrovany obvod. V téze dobé ucinil tentyz objev
Robert Noyce pracujici ve spolecnosti Fairchild Semiconductor.

V lété 1958 pracoval Kilby jako noveé prijaty inzenyr v Tl, ktery dosud nemél
pravo na letni prazdniny. Léto stravil praci na problému navrhu obvodu,
kterému se bézné fikalo ,,tyranie mnozstvi,” a dospél k zavéru, ze
ekonomickym feSenim muze byt pouziti polovodicu jako zdkladu vsech
soucastek obvodu, coz dovoli vytvorit obvod na jediné polovodicové
desce. Svij objev prezentoval 12. zari pred vedenim Texas Instruments:
ukazal jim kus germania, na kterém byl vyleptan obvod oscilatoru, k némuz
byl draty pripojen osciloskop. Zmackl tlacitko a osciloskop ukazal spojitou
sinusoidu, coz dokazovalo, Ze jeho integrovany obvod pracuje, a ze tedy
problém vyresil. Patent na ,Jednodilny obvod vytvoreny z germania® prvni
integrovany obvod, byl podan 6. inora 1959. Robert Noyce 25. dubna
19509.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jack_Kilby




Prvni 1O na svete v roce 1959

Jack Killby 10 na bazi germania Robert Noyce 10 na bazi kfremiku

April 25, 1961 R. N. NOYCE 2,981,877
SEMICONDUCTOR DEVICE-AND-LEAD STRUCTURE
Filed July 30, 1959 3 Sheets-Shest 2
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Zdroj: http://0.tgn.com/d/inventors/1/0/t/C/1/intergratedcircuit.jpg
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Zdroj: http://www.cpushack.com/2011/04/25/50-years-ago-today-the-ic-was-patented/




IO Technologie DTL
ctyrvstupovy NAND rady SN15xxx
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Noveé objevy, nove technologie
viceemitorovy tranzistor”

TTL — tranzistor-tranzistor-logic
TOVEN

SN7420 Je-li kterykoliv ze vstupl (A az D) na napétové

*Vee=tPC O grovni 0, protéka proud odporem 4K a bazi

ta0 tranzistoru T1 do vstupu. Tranzistor T1 je

saturovan, na jeho kolektoru je témér stejné

napéti jako na uvazovaném emitoru, tedy téz

SUTRLT napéti OV. Tato napétova uroven nestaci k

¥ otevreni T2. Tranzistor T4 je tedy také uzavren,

zatimco na bazi T3 je plné napéti zdroje +5V.

Tranzistor T3 je zapojen jako emitorovy

T . : « GND sledovaC a tedy na vystup je pFfes diodu

privedeno napéti 5V.

Jsou-li naopak vSechny vstupy na napéti 5V, uzavie se prechod B-E tranzistoru T1 a odporem 4K

protéka pres otevieny prechod K-B proud do baze tranzistoru T2. Ten se otevie, jeho napéti na

kolektoru klesne a tranzistor T3 se zavira. Sou€asné se prutokem emitorového proudu tranzistoru

T2 zvySuje napéti na odporu 1K a otevira se tranzistor T4. A na vystupu je napétova uroven 0OV.

Vstupni viceemitorovy tranzistor T1 ma rizny pocet emitort, definovany vyrobcem podle typu
integrovaného obvodu.
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TTL s otevrenym kolektorem
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Pouziti: pro buzeni sbérnic. Moznost montazniho soucinu.
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